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Mitsubishi Electric lanserar N-serien 1 200 VV
SIC-MOSFET med 4 terminaler

Bidrar till att minska energiférbrukningen och stromférsérjningssystemens fysiska storlek

TOKYO, 5 november 2020 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkdnnagav i dag lanseringen
av en ny serie transistorer av SiC-MOSFET-enheter (Silicon-Carbide Metal-Oxide-Semiconductor Field-
Effect Transistor), N-serien med 1 200 V SiC-MOSFET-enheter i ett TO-247-4-paket,* som uppnar 30 % lagre

switchforlust jamfort med befintliga TO-247-32-paketprodukter. Den nya serien bidrar till att minska

energiforbrukningen och den  fysiska storleken pa  stromforsorjningssystem som  kraver
hdgspénningsomvandling, till exempel laddare till elfordon (EV), solcellssystem och mycket mer.
Provleveranser borjar nu i november.

! Separerar Driver-Source-terminalen fran Power-Source-terminalen, till skillnad fran konventionella 3-stiftspaket
2Mitsubishi Electrics pressmeddelande den 16 juni 2020: https://www.MitsubishiElectric.com/news/2020/0616.html

N-serien 1200 V SiC-MOSFET i TO-247-4-paket
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Produktegenskaper

1) Paket med fyra stift bidrar till att minska energiforbrukningen och den fysiska storleken pa
stromforsorjningssystem

- SIC-MOSFET-chip med god FOM (Figure of Merit®) pd 1 450 mQ-nC och hdg Self-Turn-On-tolerans
ar monterad pa TO-247-4-paket, som ar utrustad med oberoende Driver-Source-terminal samt ett
konventionellt 3-stiftspaket.

- Anvander fyrstiftspaketet for att minska parasitisk induktans, ett problem vid hdghastighetsvaxling.
Eliminering av spanningsfall fran Gate-Source pa grund av stromvariationer bidrar till att minska
switchférluster med ungeféar 30 % jamfort med TO-247-3-produkter.

- Genom att anvéanda en hogre barvagsfrekvens? for att driva de nya stromhalvledarna bidrar det till att
minska switchstromforlust, vilket mdjliggér mindre och enklare kylsystem samt mindre reaktorer och
andra kringutrustningskomponenter, vilket bidrar till att minska energiférbrukningen och den fysiska
storleken hos de dvergripande stromforsorjningssystemen.

3 Prestandaindex for strom-MOSFET-enheter, berdknat genom att multiplicera PA-motstandet med Gate-Drain-
laddningen (100 °C kopplingstemperatur). Lagre varden indikerar battre prestanda
4 Frekvens som bestammer PA/AV-tiden for omkopplingselement i vaxelriktarkretsar
2) Sex modeller for olika tilldmpningar, inklusive modeller som uppfyller AEC-Q101

- Det nya sortimentet omfattar modeller som ar kompatibla med Automotive Electronics Council AEC-
Q101-standarder fér anvandning inte bara i industritillampningar, t.ex. solcellssystem, utan &ven i EV-
tillampningar.

- Krypavstand (kortaste avstandet 6ver ytan mellan tva ledande delar) mellan Drain-terminalen och
Source-terminalen ar storre dn hos TO-247-3-paketprodukter for mer flexibel anvéndning, inklusive i

utomhusinstallationer dar damm och smuts latt samlas.

Saljschema
Produkt | Standarder Modell Vbs | Roson).t lomaxvid | ancel Proviill-

- 25 °C ganglighet

AEC- BMO8ON120KJ 80 mQ 38A

sic- Q101 BMO0O40N120KJ 40 mQ 68A
MOSFET BMO022N120KJ | 1200 22 mQ 102A TO- November

BMO8ON120K \Y 80 mQ 38A 247-4 2020
- BMO0O40N120K 40 mQ 68A
BMO022N120K 22 mQ 102A

Infor den okande efterfrdgan pa storre energibesparing och miljomedvetenhet har intresset for SiC-
stromhalvledare avsevart dkat pa grund av dess potential att avsevart minska energiférlusten. Mitsubishi
Electric har sedan kommersialiseringen av den forsta strommodulen med Schottky-spéarrdioder av kiselkarbid
(SiC-SBD) och SiC-MOSFET 2010, fortsatt att bidra till storleksminskningen och energieffektivitet for
vaxelriktarsystem for hushallsapparater, industriell utrustning och lokomotivsystem for jarnvagen.

Obs! Utvecklingen av de har produkterna har delvis gjorts med stéd av NEDO (New Energy and Industrial Technology
Development Organization) i Japan.
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Huvudspecifikationer

Modell BMO8ON120K(J) | BMO40ON120K(J) | BM022N120K(J)
Vbs 1200V
RDS(on) typ. 80 mQ 40 mQ 22 mQ
IDmax vid 25 °C 38A 68A 102A
Kapsel TO-247-4
Storlek 15,9 x41,0x 5,0 mm

Miljémedvetenhet
De hér produkterna uppfyller RoHS-direktiven 2011/65/EU och (EU) 2015/863 om begrénsning av

anvandningen av vissa farliga dmnen i elektriska och elektroniska produkter.

HiH

Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nastan 100 ars erfarenhet av att tillhandahalla tillforlitliga
och hégkvalitativa produkter och ar en erkénd global ledare inom tillverkning, marknadsféring och foérséljning
av elektrisk och elektronisk utrustning som anvénds i behandling av information och kommunikation,
rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, transport- och
byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhillet med teknik i enlighet med foretagets motto, ’Changes
for the Better” (positiv fordndring) och miljomotto "Eco Changes” (ekoforédndringar). Foretaget noterade en
forséljning pa 4 462,5 miljarder yen (40,9 miljarder dollar*) under rakenskapsaret som slutade den 31 mars
2020. Mer information finns pa_www.MitsubishiElectric.com

*Amerikanska dollarbelopp har omvandlats fran yen till kursen ¥109=1 USD, den ungefarliga kursen pa

Tokyoborsen den 31 mars 2020
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